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SiC-MOSFETのしきい値電圧 Vthは、雑音等による誤点狐を防ぐため大きくする必要がある。従

来のチャネル濃度による Vth 制御では移動度が低下するという問題があったが、ゲート酸化膜の

窒化後にウェット酸化を行うことにより、移動度の低下を回避して Vthを正にシフトできる事が分

かった [1]。本研究では、酸化膜形成後の窒化および窒化後のウェット酸化が SiC-MOSFETの界面

準位に与える影響を、浅い準位から深い準位まで精度良く測定できる DLTS(Deep Level Transient

Spectroscopy)法によって調べた。

Si面 nチャネル 4H-SiC MOSFET(L/W=10/100 µm)において、高温ドライ酸化によるゲート酸

化膜形成、酸化膜形成後の NOアニールによる窒化、窒化後の 800, 900 ◦Cウェット酸化を行った

4サンプルを評価した。図 1に IdVg特性を、図 2に Vgに対する電界効果移動度 µ f eの変化を示す

(Vd=0.1 V)。窒化によって S値は 0.3倍、µ f eは 8.7倍に向上した。窒化後の 800 ◦Cウェット酸化に

より、S値と µ f eの低下を抑制しつつ Vthを正に 0.75 Vシフトさせることができた。900 ◦Cウェッ

ト酸化では窒化後に比べVthは正に 4.0 Vシフトした一方、S値は 1.5倍、µ f eは 0.65倍に低下した。

図 3に FETと同じ条件で作製した n型キャパシタを用いて時定数 τ=0.3 sの DLTS信号を測定

し、界面準位密度 Ditを算出した結果を示す。逆バイアスは空乏層幅が約 300 nmになる電圧とし、

パルス印加時のバイアスはフラットバンド電圧 V f bより+2 V酸化膜側に印加した。エネルギーレ

ベルは測定温度から、Dit は 1/C(t)2 の時間微分から算出した。図 3より、Dit は窒化によって約

0.25倍に低減している。窒化によって移動度と S値が向上する要因と考えられる。窒化後の 800
◦Cウェット酸化では、窒化サンプルと比較して Ditは増加しているが、0.3 eVを境に浅い準位と深

い準位で増加の程度に違いが見られる。移動度が低下せず Vthが正シフトする一因であると考えら

れるが、定量的な検討も含めて今後明らかにしていく。900 ◦Cウェット酸化では、窒化サンプル

と比較して、浅い準位も含め準位密度が約 2倍に増加する。この結果も図 1、図 2に示した特性と

対応する。

図 1: MOSFETの IdVg特性 図 2: MOSFETの移動度 図 3: MOSキャパシタの準位密度
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